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１．概要（Summary ） 

GaNは絶縁破壊電界や飽和ドリフト速度などSiC以上

の優れた物性値を有するため、パワーデバイスへの応用

が期待されている。MOSデバイス作製のためには高品質

な絶縁膜が必要であるが、Si や SiC では熱酸化によりバ

ンドギャップの広い良質な絶縁膜である SiO2膜が形成可

能であるのに対して、GaN は原子層堆積法などによって

絶縁膜を成膜する必要がある。これまでに Al2O3ゲート絶

縁膜を用いたGaN MOSデバイスが盛んに研究されてい

るが、高ゲート電圧印加時の膜中への負電荷注入に起因

したヒステリシス増大や閾値電圧変動など、デバイス長期

信頼性が懸念されている。一方、我々はこれまでにAl2O3

中に窒素を添加した AlON 膜をゲート絶縁膜とすることで

電荷トラップを低減し、電子注入耐性に優れた  SiC 
MOSデバイスを実現している。そこで本研究では、AlON
膜を AlGaN/GaN 基板上に堆積し、その界面構造や耐

熱性について放射光光電子分光法により評価した。 
 
２．実験（目的,方法）（Experimental） 

本研究では Si(111)面上に AlGaN/GaN 層をエピタ

キシャル成長した基板を用いた。HCl 溶液により基板

表面を洗浄し、反応性スパッタ法により AlON または

Al2O3を 2 nm 成膜した。また、膜質改善のための窒

素雰囲気中、800°C、3 分間の熱処理を施した試料も

それぞれ作製した。これらの試料に対して SPring-8
内の日本原子力研究開発機構専用軟 X 線ビームライ

ン（BL23SU）に設置された表面反応分析装置

SUREAC2000 を用いて評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
熱処理前後のAlON/AlGaN界面とAl2O3/AlGaN界

面に対して、放射光XPSにより取得したGa 3d、Ga 2p、
Al 2p、N 1s スペクトル取得した。Ga 3d スペクトルに

おける AlGaN 層ピーク（結合エネルギー20 eV）により

結合エネルギーおよびピーク強度を較正・規格化したと

ころ、AlON 膜の場合は 800°C の熱処理後もこれらのス

ペクトルに大きな変化がないのに対して、Al2O3 膜は熱

処理後にGa 2p およびAl 2pスペクトルに明らかにピー

ク強度の増大が確認できた。光電子脱出深さはその運動

エネルギーに依存することから、Ga 3d スペクトルより

もGa 2pスペクトルはAlON膜表面側の情報を強く反映

することを考慮すると、Al2O3膜の Ga 2p 及び Al 2p ス

ペクトルで見られたピーク強度の増大は、熱処理によっ

てGaおよびAl原子の表面側への拡散が引き起こされた

ことを示唆している。これらの結果は、Al2O3 膜よりも

AlON 膜の方が熱的安定性に優れることを意味している。

また、Ga 3d スペクトルにも熱処理に伴う変化が全く見

られないことからAlON膜では優れた界面特性が期待で

きる。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
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